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(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Г М Аг । . ним 7 IV 1972)

Исследование электрофизических свойств высших окислив вана­
дия при высоких температурах показало наличие реверса типа прово­
димости в жидком состоянии (').

На рис. I показан график изменения термсэдс֊։—пяткокпеи вана­
дия \7гО5. свидетельствующий об изменении электронной проводи- 
м 'сти (п-тнп) на дырочную проводимость (р-тип) выше 7ПД темпера­
туры плавления У։О։ 668 С (’).

Инверсия знака термоэдс. соответствует преобладанию тырочнон 
и 1Н электронной проводи мое ги и характеризуется то о <>н пересечения 

, (11 .
кривых термоэдс с наклоном 1 и с осью абсцисс, указы­

вая па наличие в жидком состоянии устойчивой области р-тппа с 
температурой выше ГП1почтн па 100 С.

Наличие такой области представляет интерес с точки зрения попытки 
получения своеобразного р-п перехода в жидком полупроводнике и 
рассмотрения его вольтамперных характеристик ВАХ наряду с вып­
рямляющими свойствами запорного слоя образуемого контактирую­
щими электродами с поверхностью жидкого полупроводника^1 ).

Для экспериментального осуществления такой попытки жидкий 
полупроводник типа расплавленной пятиокисн ванадия \,О,. располо- 
и е тын на плзтш о гой подложке. играю.ней роль невыпрямляюгцего, 
омического контакта, подогревается специальной печыо для поддержа­
ния требут м и1 температуры расплава. Контактирующий электрод в 
гиде проздлокн из Р1, XV или Та и т. и. приводился в соприкоснове­
ние с поверхностью жидкого полупроводника. Все устройство нахо­
дилось в обычной атмосфере воздуха или продувалось слабым пото­
ком кислорода. Температура пропс геннл эксперимента около ЮСХУ’К.

Одна и» типичных статических юльтампервых характеристик 
контакта, снятых при и>дсоединення к стандартной из.м» рителыюи 
схеме (*) полх՛«генного устройства при /—1<иЮ К. показана на рис. 2.
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Однотипные с представленной для данной температуры ВАХ «о ь 
было наблюдать многократно, как н течение длительной выдержка 
температуры, так и при периодическом нагреве и охлаждении ра< 
плана и

График представленный на рнс. 2 явно демонстрирует не । и

Рнс |. Зависимость знака з ве­
личины терыоэдс пзтиокиси вл на­
ши в зависимости от температу­

ры. Черные точки -охлаждение, 
светлые -нагрев

Рис 2. Воаьтям первая ха­
рактеристика контакта 
picniaei пыгиокиск ва­
на хи я с металлом при 
IU00 К в атмосфере во>- 

духа

нейнын. униполярный характер проводимости контакта металл -жидкий 
полупроводник, для прямой и обратной ветки, характерный для вы­
прямляющих устройств.

Сила тока через переход растет по экспоненте и уже при неболь­
ших напряжениях коэффициент выпрямления А характеризуемый от­
ношением тока в прямой ветви /в к току и обратной /0; (А' -/,»// I 
достигает величины 60 70, характерной для наиболее высокотемпера- 
т.рных диодных выпрямителей на Tic,, работающих до 250 С (:).

Полученная ВАХ хорошо эпроксимируется выражением типа /и « 

= /м ( ехр —— * )• а 11 координатах 1п/ и ~~՜ представляет 

прямую па которую хорошо ложатся экспериментальные точки. .Че 
личина А. близка по порядку к единице, что позволяет наряду с 
указанной выше инверсией а (изменений типа проводимости) гово­
рить об имеющем место св теобразном р-п переходе (**).

Интересно отм/тлть, что контакт и твердом состоянии не прояи- 
пяет выпрямляющих свойств в ВАХ перехода линейна, также как и 
ВАХ эталонных омических сопротивлений, на ког>рых проверялась из­
мерительная схема. I

Ин fliryv рЛЛН«*ф|ПНЮ1 и йлектроникн 
Академии наук Арины мш ССР
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Վո|տամս|Լրային рГшւ|»ադծ|ւ ո* '|ձւս||ւհ pCniipp. հԼղռւկ կիսսւհաւ|ՈՐք||>«|ւ և մէտաղի սահմանում
Դիտվում են վոչտ-ամպերային րնո, թաղծեր ն օրսիղտյին, վանանղիամի 

պեՆտօթսիղի տիպի Հեղուկ կիսահաղորդիչի սա .՛մտնամ. երր ո,նենր նրա 
հետ մետաղային միաժում' օղի աոկայաթյան դեպքում, 1000 հ ջերմաստիճանի 
ղեպքոէմ I

^Ոէյ9 I տրված, որ վո^տ-ամպերային րնուքէաղծերր լավ են ապրորսիղաք- 
վօ մ ոչ ղծային Լրսպսն են ցի աչ կա խվա ծ ու թ յամ ր ոէղիղ ե հակաոակ Հոսանր- 
ն րի միջև անենայով 00—ք 0 ուղղման ղործակիդ է
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